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Слоистые материалы активно изучаются современными исследователями с точки зрения различных свойств, в частности, ведется поиск представителей с магнитоактивными ионами, которые способны генерировать структуры с низкоразмерным магнетизмом. Наличие структурных слоев, связанных только слабыми Ван-дер-Ваальсовыми связями, способствует возможной эксфолиации объемных материалов и получению двумерных наноматериалов для их применения в спин-электронных устройствах. Слоистые соединения марганца с общей формулой MnA2B4(«124») и Mn2A2B5(«225»), где в качестве A могут выступать Al, Ga, In, а в качестве B – S и Se, содержат гексагональные слои атомов халькогена, разделенные ван-дер-Ваальсовыми щелями. Атомы Mn и металлов 13-й группы могут занимать как октаэдрические, так и тетраэдрические пустоты между слоями. Наличие катионов Mn2+ в таких соединениях обеспечивает нетривиальное магнитное поведение, которое может быть использовано для управления транспортом спинов в технологиях спин-электроники.
В настоящей работе представлены синтез, рост объемных кристаллов, кристаллическая структура и магнитные свойства слоистых сульфидов и селенидов марганца. Объектами исследования являются соединения следующего состава: MnGa2S4, Mn2Ga2S5, MnIn2Se4, Mn2In2Se5, MnAl2Se4, Mn2Al2Se5, MnAl2S4, Mn2Al2S5. Установлено, что целевые соединения кристаллизуются в структурных типах Mg2Al2Se5, ZnIn2S4, MgGa2S4 и других. Показано, что в случае соединений, содержащих Ga, заселенность позиций Mn и Ga в структуре сохраняется постоянной, тогда как в случае Al-содержащих структур происходит взаимное замещение катионов Mn и Al.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, грант 21-73-10019.

